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CHARIOT FILOGUIDE

Etude structurelle de |' existant (Suite) |

|. Etude structurelle dela fonction FS13 (multiplieur M C1496

Etude de la structure interne du circuit Figure 23. Circuit Schematic

MC1496 de MOTOROLA. () 12 v
[ a O o}
On donne ci-contre la structure interne +) 6 Output
de ce circuit. 10 }_;‘—‘
, )
. T , Carrier Ve Q

Remarque: ladiode reliée al'entrée Input Cg m >
BIAS (5) est réalisée par un transistor. o ‘\/‘_‘
Tous les transistors sont implantés sur S,'g;ﬁl Vs ..—é Gain
le méme substrat, et sont donc P P 5 Adjust
rigoureusement identiques. Bias 5 o—¢

(Pin numbers
On rappelle les lois physique et 500 50?% M%500 per G package)
mathémati ques i ndi spensables aux VEg 140 ¢

caculs de la structure.

Pour les transistors, on supposera: | |c = |g = |g. [eVeeVr) — 1] I,avec

Vr= % =~26mV a25C (K= constante de Boltzmann, T=température en Kelvin, q = charge de
I'électron.

Rappel de développements limités utiles:

2 3 4
S x =0, In(1+x):x-"7+x§-"7+ ..... I
2 3 4
S x =0, e‘X):1+x+%+%+%+ ..... I
SXx =0, g =1+x+x2+x3 + ... I
1 _ 1. 2 3
S x =0, (H(:—l X+X5-X3+..... I

[J 1 Etudedelapolarisation. On %' rems gas

. Q8
connecte larésistance R, entre Q7
Q6

I'entrée de polarisation (broche 5) i1 i1
et le+5V. Calculez R, pour

avoir un courant I = 0.8mA dans

les transistors Q7 et Q8. g R Moo ol
Montrez que les courants I sont

bien identiques pour Q6 a Q8. 4

(] 2. Etude de I'étage différentiel (entrée signal). (Voir figure page 2).
Etablir larelation entre Vy, VbeO, Vbel, R; et ly.
Utilisez I'expression exponentielle liant Ic (ou |2 ) au Vbe pour exprimer (11+1y)/(11-1y)
en fonction de Vy.
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Exprimez alors (Vy-R: .1y)/V, , et faites
apparaitre le développement limité de In(1+x).

Q1

il-iy

Montrez alors que: |y, = (ﬁ + RE\. ly I

[ 3. Etude de la structure multiplieuse de "GILBERT".
Exprimez i0 en fonction dei2 et i3.
Exprimez Vo enfonctionde R , 12 et 13.

Etablir lesrelations entre 12, 13 et les Vbe des transistors
Vbe2, Vbe3.

En déduire lesrelations 12/10 et 13/10 en fonction de V¢ et
de V..

Utilisez dors le développement limité de € pour montrer

que: |_2: 1 (carrier) vio

Trouvez de méme I'expression de 13/10.

Utilisez alors les développements limités de 1/(1+x) ou 1/ (1-x) pour obtenir 12 et I3 sous la

forme: ||, ~ l( L Ve
P |0.2.1 2V

L Lo

P Vout (Vo)

/4

Structure de GILBERT
compléte i4
Exprimez 12 415 al'aide des v
relations vue précédemment, en _
fonction del1, ly Vc et V, (ca”ﬂKQz 03

Q4 Q5

N/
7\

En déduire Vo, puisle gain
VolVy

On gppellerar, =V, /1, Ve ¢ Y il+y Y ity

[ 4. Dans le cas d'une amplitude importante sur la porteuse (Carrier), I'approximation linéaire
n'est plusvalable. Il y aalors blocage de 2 transistors sur les 4. Ex: s V¢ >> 0, Q3 et Q4
sont blogués. Alors que Q2 et Q5 sont passants.

En déduire alors lanouvelle expression de Vo et du gain Vo/Vy
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+Vce
é RL é RL
lVout (Vo)
i4
Y i i3 Y i5
e w Lo o
(carrier)
ve
[ Q1
vy T Y iltiy i1-iy
iy RE
45V > ANN—
mws BIAS _ o }j Q8
—C o7
;‘QG Y il i1

500 500

§ R6 % R7 RS
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+\[Ecc
é RL é RL
lVout (Vo)
i4
Y i2 i3 Y i5
—| Q2 Q32 KQ4 Q5 17
(carrier)
vo A
[ Q1
vy T Y il+y i1y
iy RE
5V > ANNV—
mws BIAS _ o }j Q8
i o
;‘QG Y il i1

500 500

§ R6 % R7 RS
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